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Объектом работы является термоэлектрический модуль (ТЭМ).  
Для предотвращения встречной диффузии атомов меди в ТЭМ и увеличения 

срока службы применяют диффузионные барьерные слои, разделяющие проводник и 
полупроводник в месте их контакта. Эффективность барьерного слоя зависит от его 
структуры, размера зерна,  технологии  его нанесения. 

Учитывая технико-экономические показатели, трудоёмкость технологий 
нанесения антидиффузионных покрытий, а также перспективу промышленного 
изготовления ТЭМ, для рассмотрения выделяют магнетронный метод и  
электродуговой с сепарацией потока плазмы. 

Целью данной работы является измерение характеристик получаемых 
покрытий и выявление метода нанесения наиболее качественных покрытий. 

В работе рассмотрены покрытие Mo+Ni, полученное магнетронным методом и 
покрытия Zr, Mo+HfZr, Ti – электродуговым методом с сепарацией потока плазмы.  

Как показали измерения характеристик покрытий, Ti барьерное покрытие, 
нанесенное электродуговым методом с сепарацией потока плазмы,  обладает  
наиболее высокими характеристиками по  твёрдости и  адгезионной прочности [1].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для изготовления 
термоэлектрических модулей наиболее рациональным является метод нанесения 
материала с помощью электродугового  источника с сепарацией потока плазмы, 
позволяющий управлять потоком плазмы и его характеристиками проведения ионной 
очистки перед нанесением покрытия, тем самым обеспечивая высокую чистоту 
поверхности, улучшение адгезии, отсутствие дефектов [2]. Наиболее перспективным 
барьерным покрытием признано Ti барьерное покрытие, как покрытие, обладающее 
наилучшими адгезионными и прочностными характеристиками. 
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